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T e m ă  p r o i e c t  n r .  1  
 

Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.55∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.145 mm şi utilizează un material cu εr = 2.50 şi tan δ = 
0.0110 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 79 mm şi o înălţime de 67 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 34 mm la y2 = 37 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 21 mm la y4 = 53 mm 

 CI1, x1 = 29 mm, y1 = 7 mm 

 CI2, x2 = 35 mm, y2 = 56 mm 
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T e m ă  p r o i e c t  n r .  2  
 

Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.65∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.105 mm şi utilizează un material cu εr = 3.40 şi tan δ = 
0.0075 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 65 mm şi o înălţime de 75 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 37 mm la y2 = 47 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 51 mm la y4 = 37 mm 

 CI1, x1 = 25 mm, y1 = 12 mm 

 CI2, x2 = 41 mm, y2 = 69 mm 
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T e m ă  p r o i e c t  n r .  3  
 

Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.50∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.145 mm şi utilizează un material cu εr = 3.95 şi tan δ = 
0.0140 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 75 mm şi o înălţime de 71 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 26 mm la y2 = 30 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 39 mm la y4 = 18 mm 

 CI1, x1 = 29 mm, y1 = 6 mm 

 CI2, x2 = 35 mm, y2 = 59 mm 
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T e m ă  p r o i e c t  n r .  4  
 

Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.70∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.180 mm şi utilizează un material cu εr = 4.05 şi tan δ = 
0.0170 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 78 mm şi o înălţime de 69 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 35 mm la y2 = 25 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 48 mm la y4 = 14 mm 

 CI1, x1 = 27 mm, y1 = 10 mm 

 CI2, x2 = 48 mm, y2 = 57 mm 
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T e m ă  p r o i e c t  n r .  5  
 

Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.70∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.245 mm şi utilizează un material cu εr = 2.10 şi tan δ = 
0.0120 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 74 mm şi o înălţime de 77 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 37 mm la y2 = 30 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 49 mm la y4 = 21 mm 

 CI1, x1 = 36 mm, y1 = 4 mm 

 CI2, x2 = 27 mm, y2 = 70 mm 
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T e m ă  p r o i e c t  n r .  6  
 

Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.50∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.110 mm şi utilizează un material cu εr = 2.50 şi tan δ = 
0.0070 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 64 mm şi o înălţime de 72 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 37 mm la y2 = 36 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 23 mm la y4 = 46 mm 

 CI1, x1 = 22 mm, y1 = 12 mm 

 CI2, x2 = 24 mm, y2 = 61 mm 
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T e m ă  p r o i e c t  n r .  7  
 

Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.70∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.105 mm şi utilizează un material cu εr = 4.10 şi tan δ = 
0.0155 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 72 mm şi o înălţime de 70 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 28 mm la y2 = 27 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 38 mm la y4 = 13 mm 

 CI1, x1 = 30 mm, y1 = 6 mm 

 CI2, x2 = 29 mm, y2 = 64 mm 
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T e m ă  p r o i e c t  n r .  8  
 

Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.65∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.220 mm şi utilizează un material cu εr = 3.45 şi tan δ = 
0.0035 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 64 mm şi o înălţime de 66 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 34 mm la y2 = 24 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 25 mm la y4 = 34 mm 

 CI1, x1 = 26 mm, y1 = 8 mm 

 CI2, x2 = 29 mm, y2 = 61 mm 
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T e m ă  p r o i e c t  n r .  9  
 

Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.75∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.125 mm şi utilizează un material cu εr = 3.25 şi tan δ = 
0.0020 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 74 mm şi o înălţime de 65 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 42 mm la y2 = 40 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 34 mm la y4 = 47 mm 

 CI1, x1 = 46 mm, y1 = 4 mm 

 CI2, x2 = 38 mm, y2 = 60 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.65∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.155 mm şi utilizează un material cu εr = 3.40 şi tan δ = 
0.0065 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 79 mm şi o înălţime de 64 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 24 mm la y2 = 24 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 36 mm la y4 = 10 mm 

 CI1, x1 = 32 mm, y1 = 7 mm 

 CI2, x2 = 38 mm, y2 = 56 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.65∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.155 mm şi utilizează un material cu εr = 2.45 şi tan δ = 
0.0085 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 75 mm şi o înălţime de 67 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 39 mm la y2 = 33 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 27 mm la y4 = 44 mm 

 CI1, x1 = 26 mm, y1 = 13 mm 

 CI2, x2 = 27 mm, y2 = 56 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.50∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.180 mm şi utilizează un material cu εr = 3.65 şi tan δ = 
0.0095 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 67 mm şi o înălţime de 75 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 35 mm la y2 = 44 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 43 mm la y4 = 33 mm 

 CI1, x1 = 41 mm, y1 = 4 mm 

 CI2, x2 = 29 mm, y2 = 68 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.75∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.105 mm şi utilizează un material cu εr = 3.65 şi tan δ = 
0.0190 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 77 mm şi o înălţime de 78 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 46 mm la y2 = 30 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 33 mm la y4 = 49 mm 

 CI1, x1 = 47 mm, y1 = 14 mm 

 CI2, x2 = 34 mm, y2 = 67 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.65∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.185 mm şi utilizează un material cu εr = 4.15 şi tan δ = 
0.0045 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 66 mm şi o înălţime de 75 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 41 mm la y2 = 42 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 33 mm la y4 = 50 mm 

 CI1, x1 = 34 mm, y1 = 8 mm 

 CI2, x2 = 37 mm, y2 = 69 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.65∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.110 mm şi utilizează un material cu εr = 2.40 şi tan δ = 
0.0150 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 79 mm şi o înălţime de 62 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 32 mm la y2 = 24 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 23 mm la y4 = 35 mm 

 CI1, x1 = 48 mm, y1 = 11 mm 

 CI2, x2 = 37 mm, y2 = 54 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.60∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.240 mm şi utilizează un material cu εr = 2.70 şi tan δ = 
0.0185 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 72 mm şi o înălţime de 76 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 47 mm la y2 = 33 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 34 mm la y4 = 47 mm 

 CI1, x1 = 31 mm, y1 = 8 mm 

 CI2, x2 = 44 mm, y2 = 65 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.70∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.190 mm şi utilizează un material cu εr = 4.00 şi tan δ = 
0.0175 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 76 mm şi o înălţime de 64 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 28 mm la y2 = 23 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 38 mm la y4 = 11 mm 

 CI1, x1 = 40 mm, y1 = 8 mm 

 CI2, x2 = 49 mm, y2 = 53 mm 
 
 
 

U N I V E R S I T A T E A  T E H N I C Ă  " G H E O R G H E  A S A C H I "  D I N  I A Ş I  
Facul tatea /  Departamentul :  Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei 
Domeniul: Electronica,  Specializarea TST 
Disciplina : __TE/ET__, Anul de studii _4__, Sesiunea _____________ / __2019/2020 
 

T e m ă  p r o i e c t  n r .  1 8  
 

Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.50∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.140 mm şi utilizează un material cu εr = 2.75 şi tan δ = 
0.0120 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 71 mm şi o înălţime de 61 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 34 mm la y2 = 35 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 26 mm la y4 = 46 mm 

 CI1, x1 = 31 mm, y1 = 4 mm 

 CI2, x2 = 28 mm, y2 = 50 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.55∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.230 mm şi utilizează un material cu εr = 3.15 şi tan δ = 
0.0040 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 71 mm şi o înălţime de 60 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 23 mm la y2 = 33 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 31 mm la y4 = 24 mm 

 CI1, x1 = 31 mm, y1 = 8 mm 

 CI2, x2 = 26 mm, y2 = 55 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.75∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.180 mm şi utilizează un material cu εr = 3.50 şi tan δ = 
0.0030 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 74 mm şi o înălţime de 72 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 38 mm la y2 = 37 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 25 mm la y4 = 49 mm 

 CI1, x1 = 37 mm, y1 = 13 mm 

 CI2, x2 = 41 mm, y2 = 62 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.50∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.175 mm şi utilizează un material cu εr = 3.35 şi tan δ = 
0.0135 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 62 mm şi o înălţime de 78 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 32 mm la y2 = 42 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 41 mm la y4 = 30 mm 

 CI1, x1 = 33 mm, y1 = 4 mm 

 CI2, x2 = 33 mm, y2 = 62 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.65∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.220 mm şi utilizează un material cu εr = 3.95 şi tan δ = 
0.0040 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 61 mm şi o înălţime de 71 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 33 mm la y2 = 43 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 46 mm la y4 = 34 mm 

 CI1, x1 = 22 mm, y1 = 8 mm 

 CI2, x2 = 36 mm, y2 = 65 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.55∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.130 mm şi utilizează un material cu εr = 3.65 şi tan δ = 
0.0060 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 63 mm şi o înălţime de 66 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 35 mm la y2 = 34 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 22 mm la y4 = 52 mm 

 CI1, x1 = 25 mm, y1 = 4 mm 

 CI2, x2 = 25 mm, y2 = 53 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.55∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.115 mm şi utilizează un material cu εr = 2.35 şi tan δ = 
0.0115 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 75 mm şi o înălţime de 77 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 27 mm la y2 = 46 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 36 mm la y4 = 39 mm 

 CI1, x1 = 29 mm, y1 = 6 mm 

 CI2, x2 = 35 mm, y2 = 66 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.70∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.190 mm şi utilizează un material cu εr = 3.85 şi tan δ = 
0.0170 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 61 mm şi o înălţime de 65 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 25 mm la y2 = 29 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 33 mm la y4 = 22 mm 

 CI1, x1 = 29 mm, y1 = 5 mm 

 CI2, x2 = 33 mm, y2 = 59 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.60∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.215 mm şi utilizează un material cu εr = 3.35 şi tan δ = 
0.0160 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 70 mm şi o înălţime de 75 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 32 mm la y2 = 44 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 44 mm la y4 = 32 mm 

 CI1, x1 = 39 mm, y1 = 4 mm 

 CI2, x2 = 31 mm, y2 = 62 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.75∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.110 mm şi utilizează un material cu εr = 3.35 şi tan δ = 
0.0085 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 60 mm şi o înălţime de 79 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 39 mm la y2 = 35 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 47 mm la y4 = 27 mm 

 CI1, x1 = 32 mm, y1 = 12 mm 

 CI2, x2 = 26 mm, y2 = 66 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.65∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.140 mm şi utilizează un material cu εr = 2.45 şi tan δ = 
0.0180 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 75 mm şi o înălţime de 77 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 47 mm la y2 = 37 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 38 mm la y4 = 49 mm 

 CI1, x1 = 32 mm, y1 = 12 mm 

 CI2, x2 = 31 mm, y2 = 71 mm 
 
 
 



U N I V E R S I T A T E A  T E H N I C Ă  " G H E O R G H E  A S A C H I "  D I N  I A Ş I  
Facul tatea /  Departamentul :  Electronica,Telecomunicatii si Ingineria Informatiei 
Domeniul: Electronica,  Specializarea TST 
Disciplina : __TE/ET__, Anul de studii _4__, Sesiunea _____________ / __2019/2020 
 

T e m ă  p r o i e c t  n r .  2 9  
 

Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.50∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.180 mm şi utilizează un material cu εr = 2.10 şi tan δ = 
0.0120 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 74 mm şi o înălţime de 64 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 24 mm la y2 = 24 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 32 mm la y4 = 16 mm 

 CI1, x1 = 33 mm, y1 = 6 mm 

 CI2, x2 = 36 mm, y2 = 60 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.65∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.150 mm şi utilizează un material cu εr = 2.70 şi tan δ = 
0.0085 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 66 mm şi o înălţime de 73 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 33 mm la y2 = 39 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 47 mm la y4 = 26 mm 

 CI1, x1 = 23 mm, y1 = 9 mm 

 CI2, x2 = 40 mm, y2 = 59 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.55∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.200 mm şi utilizează un material cu εr = 4.30 şi tan δ = 
0.0185 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 78 mm şi o înălţime de 65 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 25 mm la y2 = 27 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 33 mm la y4 = 19 mm 

 CI1, x1 = 36 mm, y1 = 8 mm 

 CI2, x2 = 35 mm, y2 = 58 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.60∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.130 mm şi utilizează un material cu εr = 2.20 şi tan δ = 
0.0070 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 78 mm şi o înălţime de 67 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 27 mm la y2 = 42 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 38 mm la y4 = 31 mm 

 CI1, x1 = 27 mm, y1 = 12 mm 

 CI2, x2 = 47 mm, y2 = 54 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.50∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.245 mm şi utilizează un material cu εr = 2.95 şi tan δ = 
0.0170 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 76 mm şi o înălţime de 74 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 27 mm la y2 = 28 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 39 mm la y4 = 18 mm 

 CI1, x1 = 49 mm, y1 = 8 mm 

 CI2, x2 = 31 mm, y2 = 68 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.65∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.140 mm şi utilizează un material cu εr = 2.15 şi tan δ = 
0.0185 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 79 mm şi o înălţime de 65 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 23 mm la y2 = 34 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 33 mm la y4 = 25 mm 

 CI1, x1 = 42 mm, y1 = 7 mm 

 CI2, x2 = 32 mm, y2 = 53 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.70∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.245 mm şi utilizează un material cu εr = 2.95 şi tan δ = 
0.0020 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 75 mm şi o înălţime de 63 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 24 mm la y2 = 23 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 33 mm la y4 = 12 mm 

 CI1, x1 = 42 mm, y1 = 8 mm 

 CI2, x2 = 44 mm, y2 = 50 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.60∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.185 mm şi utilizează un material cu εr = 2.50 şi tan δ = 
0.0080 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 76 mm şi o înălţime de 78 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 46 mm la y2 = 42 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 34 mm la y4 = 52 mm 

 CI1, x1 = 29 mm, y1 = 9 mm 

 CI2, x2 = 33 mm, y2 = 69 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.55∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.155 mm şi utilizează un material cu εr = 4.20 şi tan δ = 
0.0150 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 68 mm şi o înălţime de 65 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 34 mm la y2 = 25 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 22 mm la y4 = 36 mm 

 CI1, x1 = 30 mm, y1 = 7 mm 

 CI2, x2 = 24 mm, y2 = 53 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.60∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.145 mm şi utilizează un material cu εr = 3.55 şi tan δ = 
0.0025 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 72 mm şi o înălţime de 68 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 29 mm la y2 = 34 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 42 mm la y4 = 22 mm 

 CI1, x1 = 27 mm, y1 = 8 mm 

 CI2, x2 = 46 mm, y2 = 59 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.75∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.190 mm şi utilizează un material cu εr = 3.70 şi tan δ = 
0.0030 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 72 mm şi o înălţime de 77 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 36 mm la y2 = 40 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 48 mm la y4 = 31 mm 

 CI1, x1 = 31 mm, y1 = 11 mm 

 CI2, x2 = 35 mm, y2 = 69 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.50∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.150 mm şi utilizează un material cu εr = 4.25 şi tan δ = 
0.0075 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 63 mm şi o înălţime de 60 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 29 mm la y2 = 23 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 39 mm la y4 = 12 mm 

 CI1, x1 = 30 mm, y1 = 11 mm 

 CI2, x2 = 25 mm, y2 = 56 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.70∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.180 mm şi utilizează un material cu εr = 2.75 şi tan δ = 
0.0175 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 73 mm şi o înălţime de 60 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 29 mm la y2 = 34 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 39 mm la y4 = 23 mm 

 CI1, x1 = 45 mm, y1 = 4 mm 

 CI2, x2 = 37 mm, y2 = 56 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.55∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.195 mm şi utilizează un material cu εr = 2.55 şi tan δ = 
0.0195 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 74 mm şi o înălţime de 79 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 48 mm la y2 = 46 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 36 mm la y4 = 56 mm 

 CI1, x1 = 38 mm, y1 = 13 mm 

 CI2, x2 = 36 mm, y2 = 70 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.55∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.130 mm şi utilizează un material cu εr = 3.90 şi tan δ = 
0.0040 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 66 mm şi o înălţime de 74 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 46 mm la y2 = 27 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 35 mm la y4 = 35 mm 

 CI1, x1 = 38 mm, y1 = 4 mm 

 CI2, x2 = 41 mm, y2 = 70 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.70∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.155 mm şi utilizează un material cu εr = 3.25 şi tan δ = 
0.0115 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 61 mm şi o înălţime de 71 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 25 mm la y2 = 36 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 35 mm la y4 = 29 mm 

 CI1, x1 = 35 mm, y1 = 9 mm 

 CI2, x2 = 31 mm, y2 = 67 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.75∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.170 mm şi utilizează un material cu εr = 4.35 şi tan δ = 
0.0115 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 77 mm şi o înălţime de 73 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 39 mm la y2 = 26 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 32 mm la y4 = 33 mm 

 CI1, x1 = 45 mm, y1 = 9 mm 

 CI2, x2 = 49 mm, y2 = 58 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.65∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.170 mm şi utilizează un material cu εr = 2.50 şi tan δ = 
0.0030 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 76 mm şi o înălţime de 79 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 49 mm la y2 = 42 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 40 mm la y4 = 51 mm 

 CI1, x1 = 30 mm, y1 = 14 mm 

 CI2, x2 = 29 mm, y2 = 63 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.75∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.175 mm şi utilizează un material cu εr = 2.40 şi tan δ = 
0.0195 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de sus (M1) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 63 mm şi o înălţime de 66 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-jos. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 30 mm la y2 = 32 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 41 mm la y4 = 20 mm 

 CI1, x1 = 38 mm, y1 = 12 mm 

 CI2, x2 = 33 mm, y2 = 55 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.60∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.240 mm şi utilizează un material cu εr = 3.30 şi tan δ = 
0.0070 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 67 mm şi o înălţime de 62 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din dreapta-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 31 mm la y2 = 37 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 40 mm la y4 = 24 mm 

 CI1, x1 = 28 mm, y1 = 7 mm 

 CI2, x2 = 36 mm, y2 = 58 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.75∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.140 mm şi utilizează un material cu εr = 2.65 şi tan δ = 
0.0135 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 60 mm şi o înălţime de 71 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 35 mm la y2 = 28 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 44 mm la y4 = 21 mm 

 CI1, x1 = 38 mm, y1 = 6 mm 

 CI2, x2 = 29 mm, y2 = 60 mm 
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Se realizează un cablaj utilizând următoarea tehnologie: 

 se utilizează 4 nivele de metalizare, metalul având conductivitatea 5.50∙107 S/m 

 straturile dielectrice au înălţimea de 0.215 mm şi utilizează un material cu εr = 3.80 şi tan δ = 
0.0065 

 planele de masă şi tensiunea de alimentare sunt cele îngropate (M2 şi M3) 

 traseele sunt realizate pe nivelul de jos (M4) 

 lăţimea traseelor se calculează pentru ca impedanţa caracteristică să fie aproximativ 50Ω 
(rotunjit la 0.05 mm) 

Plăcuţa are o lăţime de 68 mm şi o înălţime de 75 mm. În fiecare colţ, un pătrat cu latura de 5 mm 
trebuie lăsat fără metalizări (pe toate straturile!) pentru fixare cu şuruburi. Alimentarea se lipeşte pe 
două pad-uri în colţul din stânga-sus. Pe plăcuţă se trasează două magistrale de câte 3 trasee (de la 
marginea plăcuţei la cealaltă margine, liniile au aceeaşi lătime şi distanţa dintre linii egală cu lăţimea 
liniilor) şi se poziţionează două circuite integrate (cele două paduri de alimentare cu curent continuu) 
astfel: 

 magistrala 1, linia de sus de la y1 = 44 mm la y2 = 43 mm 

 magistrala 2, linia de sus de la y3 = 35 mm la y4 = 56 mm 

 CI1, x1 = 37 mm, y1 = 13 mm 

 CI2, x2 = 28 mm, y2 = 60 mm 
 
 
 



 


